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チドット系に関する研究結果との比較から、order 試料では order 領域、disorder 領域が混在し
ており、二次元電子が自由なローレンツ軌道を描けないために SdH 振動が現れなかったと考え
た。 
 今後の課題としては、5°off、15°off基板を用いた試料での測定が挙げられる。今回それぞれ
のオフ基板では InGaP単層のみでのオーダーパラメータηの評価は行えたが、結晶成長条件やア
ニール条件の最適化ができていないため、InGaP/GaAs ヘテロ接合試料での量子ホール効果測定
は行えなかった。これらの問題が解決できれば、同一成長温度で order・disorder InGaPが作製
可能であり、成長温度の違いによる影響をなくすことができるため、さらに詳細な界面物性が明
らかになることが期待できる。 
 
